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摘要：K9K2G08UOM 是三 星公 司的大容 量 闪存 芯片．它的单 片容 量 高达 256MB。文 中介 绍 了 K9K2GO8UOM 的特 性和 使 用方 法 

重点说 明 了与 TI的 TMS320F2812的硬 件接 口和 软件 编程 。 
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Abstract：KgK2G08UOM is the large capacity flash memory of SAMSUNG Electronics，offered in 256Mx8bit．In this paper，the fea— 

tures and application of K9K2GO8UOM is described． The hardware circuit and program operation method of interfacing FLASH with 

TMS320F2812 are provided． 
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在有些智能仪器中，需要实时存储大量的采样数据，以提供 

历史数据查询。这需要采用大容量、低功耗 、可 以快速重复擦写 

的非易失性存储器，因此选择闪存作为数据存储介质，即伊系统 

掉电，而所采集到的数据仍能长时间的保持，不丢失。 

在本文的设计中采用的是 ．rI的 TM$320F2812和三星的闪 

存 K9K2G08U0M。K9K2G080M 是三星公 司的大容量 闪存芯 片。 

它的单片容量高达 256MB，属于 NAND FLASH结构。传统存储 

器结构及引脚 信号定义方式难 以解决 存储容量增加 的矛盾 ，即 

存储容量的增加使得系统的连线复杂并且可靠性降低。NAND 

nASH存储器将数据线与地址线复用为 8条 I／O线．另外还分 

别提供了命令控制信号线，命令 、地址和数据信息均通过 8条 

I／O线传输，因此．NAND FLASH存储器不会因为存储容量的增 

加而增加引脚数目，从而极大方便了系统设计和产品升级，升级 

到更大 容量而无 需更 改外部 连接 。 因此，本 文讨 论 的 NAND 

FLASH存储器在单片机应用系统中的硬件连接和软件编程方 

法具有较大的参考价值。 

1 K9K2GO8UOM 简介 

电源电压为 2．7—3．6V，读速度为 80ns： 

具有指令／地址／数据复用 的 I／O 口； 

NAND FLASH的存储结构以页面为单位．能使芯片的读取 

速度更快。由2048个大小相同的存储块组成，每个块由64页 

组成 ，每页 2K字节 和 64个空闲字节 ： 

1．2 K9K2G08UOM 的引脚说 明 

图 l为引脚功能 图，各 引脚 的功 能如下： 

I／O0一I／07：三态，输入命令、地址和数据以及读操作时输 

出数据。当芯片没有被选中或不能输出时，I／O口处于高阻态。 

CLE：命令锁存使能。为高电平时，命令通过 I／O 口线在 

WE信号的上升沿被锁人命令寄存器。 

ALE：地 址锁存 端 ，在 WE 上升 沿且 ALE 为 高电平 时 ，地 

址锁存。 
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图 2 DSP与闪存接 口 

CE：片选端。用于控制芯片的选择。当芯片忙时，CE为高 

电平而被忽略。此时芯片不能回到备用状态。 

RE：读使能端。在 RE的下降沿，输出数据有效，并且它还可 

以对内部数据地址进行累加。 

WE：写使能端，通过该端13可以在 WE脉冲的上升沿将指 
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令、地址和数据进行锁存。 

WP：写保护端．在电源电压变化期间，在 WP为低电平时， 

可产生写／擦除保护。 

R／B：就绪／忙输出，R／B的输出能够显示芯片的状态。R／ 

B处于低电平时，表示有编程、擦除或随机读操作正在进行。操 

作完成后，R／B会自动返回高电平。 

2 DSP与 FLASH 的硬件接 口 

r兀的TMS320F2812采用统一寻址方式，扩展的外部存储器 

K9K2GO8UOM既可以作为程序存储器 ，也可以作为数据存储 

器。具体接口如图2所示。 

TMS320F2812的外部存储器接 口包括：19位地址线，16位 

数据线，3个片选控制线及读写控制线。这 3个片选线映射到 5 

个存储区域，Zone0，Zone1，Zone2，Zone6和 Zone7，其中Zone2 

的片选线是 CS2，存储区域是：0x080000一OxOFFFFF，512K*16 

位。当对存储区域 Zone2访问时，Zone2的片选线 CS2低有效。 

K9K2GO8UOM没有地址线，命令、地址和数据信息均是通 

过闪存的I／O0～I／O7传输 ，另外，虽然 K9K2GO8UOM的容量达到 

了 256MB，远远大于了TMS320F2812的存储区域 Zone2的容量 

1MB，但由于访问flash的地址是通过 I／O口输入 ，不需要通过 

地址线寻址，因此无需考虑采用页面技术解决逻辑存储空间与 

物理空间的映射问题．大大简化了DSP与FLASH的硬件接El。 

由于 K9K2GO8U0M本身具有功能管脚较少的优点，因此跟 

DSP的连接也相对简单。DSP和 FLASH的工作电压均是 3．3V， 

因此两者 的引脚可 以直接连接 ．不需要进 行电平转换 。 

K9K2GO8UOM 的 ALE、CLE分别由 DSP的 A1和 A0控制。DSP 

的低 8位数据线直接与闪存的I／O0一I／O7相连，实现命令、地址 

和数据的传输；DSP的通用 I／O El IOA2接 R／B，监测存储器的 

工作状态，当 R／B处于低电平时，表示有编程 、擦除或随机读操 

作正在进行；操作完成后．R／B会 自动返回高电平。DSP的 W 

E、R D分别接 FLASH的 W E、R E，控制读、写操作。CS2接 

闪存的片选线 CE。 

3 对 FLASH 操作的软件设计 

本系统的 DSP编程采用了 C语言 ，首先定义了三个变量 

FLA SH D，FLA SH
—
A，FLA SH

_
C作为数据，地址和命令寄存器 

用来对 nASH读写数据，地址和命令。 

#define FIASH
—

D 0b(08∞  #define FIASH
—

A 0b(08m  

#define FIASH
—
C 0x08fffl 

因为 K9K2GO8UOM 的 ALE、CLE分别 由 DSP的 A1和 A0 

控制，所以当向命令寄存器 FLA SH_C写数据的时候，访问的是 

DSP的存储区域 Zone2． 此时 Zone2的片选线低有效，FIASH 

被选中，地址线 A0变高，而引脚 CLE高电平有效，此时写到 

nJASH
_ C的数据 (FLA SH命令)通过 I／O写到闪存。同理，向 

FLA SH
_
A和 FLA SH

_
D写可分别实现向 FLA SH写地址和数据。 

这样设计时，通过简单的写三个存储器即可分别实现命令，地 

址和数据锁存，符合操作时序 

对 FLA SH的操作主要包括：按页读操作 ，页编程，缓存编 

程，块擦除，读状态，复位等。FLA SH芯片的读写有其特点，读写 

操作都要以扇区为单位进行，擦除操作是以块为单位，由于对 

FLA SH写数据时，位数据只能由 1变为 0，因而对 FLA SH进行 

写操作前必须把写单元所在块擦除：因此写操作时．所要擦除块 

的数据必须事先保存，然后再对该块进行擦除，并把数据写到指 

定单元，最后把其余部分恢复过来。因此 FLASH芯片的写操作 

比较复杂，需要开辟一定的缓冲区对要擦除的块进行保存。 
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图3页编程时序 

图 4页编程流程 

下面仅以页编程为例简要介绍对 FLA SH的操作过程，页 

编程时序如图 3，图 4为其流程框 图，函数为 void page— 

program()； 

页编程时，首先写页编程命令 80H，可将数据写入到 FLASH 

缓冲区．然后顺序输入待编程存储器的地址共 5字节，2字节 

Column Address和 3字节 Row Address．以及待写入的数据。页 

编程命令 10H用于实现数据从缓冲区到 FLA SH的编程操作 。 

待 R／B变为高后，系统将读状态寄存器。以判断写操作是否成 

功。写命令时，CLE要有效；写入地址时，ALE要有效；写人数据时， 

CLE 、ALE 都必须无效。I／O0～I／07上的命令、地址、数据通常是 

在WE 的上升沿锁存的。I／O0等于 0表示页编程成功，否则页 

编程错误 。 

void page
_ program_flash0 

f unsigned char*Flash—E； 

unsigned char temp； 

unsigned int i； 

Flash
_
E=FIASH

— C； 

Flash
_
E=0x80； 

Flash
—
E=FIASH

—
A； 

Flash
—
E=coladdrl； 

*Flash
_E=coladdr2； 

*Flash E=rowaddrl： 

Flash
—

E=rowaddr2； 

*Flash
_

E=rowaddr3； 

nash
—

E=FIASH
—
D； 

for(i=O；i<2048；i++) 

{*Flash—E=i；l 
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能恰当地反映这种特征。 

线性预测分析法是最有效的语音分析技术之一。线性顶测 

分析所包括的基本概念是，一个语音抽样能够用过去若干个语 

音抽样的线性组合来逼近。通过使实际语音抽样和线性预测抽 

样之间差值的平方和f在一个有限间隔上)达到最小值，能够决 

定唯～的一组预测器系数 f预测器系数是线性组合中所用的加 

权系数)。 

线性预测系数(LPC)倒谱系数其实是复倒谱。复倒谱是信 

号通过 z变换以后取对数 ，再求反 G变换而得到的。线性预测 

分析方法是～种谱估计的方法，而且其声道模型系统函数H(z) 

反映了声道的频率响应和原始信号的谱包络，因此用lgH(z)做 

反Z变换即可求出其复倒谱系数。该复倒谱系数是根据线性预 

测模型直接得到的，因此又称之为LPC倒谱系数。 

4．3模式匹配 

模板匹配法是多维模式识别 系统中最常用的一种相似度 

计算方法。在训练过程中，经过特征提取和特征维数的压缩 ， 

并采用聚类方法，针对每个模式类各产生一个或几个模板，识 

别阶段将待识别模式的特征矢量与各模板进行相似度计算， 

然后判别它属于哪个类。语音识别也可以用模板匹配法进行 

相似度计算，但它在特征维数方面存在一个时间对准问题，是 

通常模式识别匹配计算时不具备的一些特殊情况。孤立词识 

别时，每个类是一个词，每个词由一个或多个音素或类音素构 

成。在训练或识别过程中，每次说同一个词时，其持续时间长 

度和各个词的各音素或类音素的相对时长都会随机地改变。 

因此在匹配时如果只对特征矢量序列进行线性时间规整 ，其 

中的音素或类音素就可能对不准。而应该采用某种非线性时 

间对准算法。动态时间规整(DTW)就是效果最好的一种非线性 

时间规整模板匹配算法。 

不同的人所发的语音信号，其模式有很大的差异，即使是同 
一 个人，在不同的时间由于方法不同，其语音特征参数也有变 

化。在模式匹配时，由于这些变化会影响测度的估计，从而识别 

率降低。为了提高识别率，首先要把语音信号的起始点检测出 

来；其次，为了克服两次同样的语音而发音时间长短的不同，采 

用对标准模式的语音信号均匀地伸长或缩短直到它与未知语 

音信号长度相一致。这种方法能达到的识别精度完全取决于端 

点检测的精度。 

5 结语 

本系统主要工作是服务于实验室智能机器人的孤立词语音 

控制。实践证明，本系统能够对机器人常用的一些命令词进行 

识别，并且比实验室的传统机器人的控制方式方便得多，经过 

改进可以用到工业机器人的控制系统中去。 

本文作者创新点是利用DSP对A／D采集来的语音信号进 

行处理，然后和计算机通信，同时将处理结果送给单片机实现 

LCD显示。 
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Flash— E=FIASH— C； 

Flash
—

E=0x10； 

flash
_ delay0； 

do{Flash—E=FIASH—C； 

Flash
_

E=0x70； 

Flash
—

E=FLASH
_ D； 

temp= Flash
—

E； 

temp=temp&0x41； 

Jwhile(tempi=Ox40)； 

j 

J 

4 结束语 

本文详细介绍了闪存 K9K2Go8U0M与 DSP的硬件接口技 

术和软件编程。由于 NAND nASH具有的优点使得硬件接口设 

计和软件编程比较简单 ，升级也比较容易。NAND FLASH具有 

非易失性、大容量、低成本等优点。在数码相机，MP3等数码电子 

产品和智能仪器得到越来越广泛的应用。本文作者创新点：直接 

用 DSP地址线 A0、A1分别控制 FIASH的命令锁存 CLE和地 

址锁存 ALE，并在此基础上定义 了数据，地址和命令寄存器用 

来对 FLA SH读写数据。地址和命令 ，这相当于间接对 CLE 和 

ALE进行操作，简化了软件编程设计。 
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